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　一定のエネルギーを付与されたイオンの流束であるイオンビームは，かなり古くから主として原子核物理学に
おける実験において利用され，数々の新しい知見をもたらしてきた．また，医療の分野における応用も重要な役
割を果たしてきている．
　一方，昭和40年代に入って，エレクトロニクスの急速な発展とともに各種の電子機器の高性能化が進められ
た．ここでの画期的な変革は，従来の電子回路における増幅器等として用いられていた電子管が半導体電子デバ
イスへ置換されたことである．これによって電子機器の小型化，軽量化，低消費電力化が本格的に始動した．
　電子管が金属製の電極を空間的に配置して構成されるのに対して，半導体電子デバイスは単結晶内部で不純物
の種類とその濃度を変化させることによって実現する．これによってデバイス構造がミリメートルオーダーであ
る電子管から，これの千分の一であるミクロンオーダーへの小型化と個々のデバイスの集積化への足がかりがで
きたのである．
　不純物をドーピングしてデバイスを形成する際には，半導体への不純物原子の拡散現象が専ら用いられてい
た．昭和40年代初頭からイオンビームをこの不純物添加技術へ応用する研究がアメリカと日本を中心として，急
速に進められた．イオンビームの持つ高い直線性，電子的制御性を積極的に活用し，拡散法では不可能な不純物
分布の実現が可能になったのである．この研究の成果は半導体技術をサブミクロンレベルの世界へと展開すると
ともに，エレクトロニクスに画期的な変革をもたらした．例えば，バイポーラートランジスタに加えて電界効果
トランジスタを電子回路に組み込めるようになったのである．これによって，今日の高度情報化社会のハード基
盤を支える超大規模集積回路の実現が可能になった．
　この分野で用いられるイオンビームは核反応が発生するような高エネルギーではなく，研究が開始された当初
100keV程度であった．最近では半導体デバイスのさらなる微細化への要求に応えるために，1－5　keVのような極
めて低エネルギーのイオンビームによる半導体へのドーピングに関する研究が進められている．ここではミクロ
ンの千分の一であるナノスケールレベルの微細化を視野に入れた研究が行われている．
　最近，ナノ技術を共通基盤とする半導体デバイスとバ・イオの融合による新技術の創出が強く望まれている．ミ
リ技術者の先達のもとに学び，ミクロンの時代を経て，ナノ技術の入り口まで到達したわれわれの世代が本格的
なナノ技術者の育成へいかなるお手伝いができるか考えることしきりである．
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